
AIIP。iWER
DATA SHEET BR4407 

P-Channel p。，werMOSFET

描述l Descripti。ns

SOP-8 塑封封装 P 沟道 MOS场效应营。
P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transist，。r in a SOP-8 Plastic Package.

特征l Features 

Vos (V) = -30V 
lo = -12 A (VGs = -20V) 
Ros(ON) < 13m0 (V Gs = -20V) 
Ros(ON) < 14m0 (VGs = -10V) 

用途l Applications 

用于电源管理，便携式设备和电池供电系统．

p。wer Management in N。teb。。k computer, Portable Equipment and Batter 

内部等放电画 l Equivalent Circuit 

」

1 

PIN1 : S PIN 2 : S PIN 3 : S PIN 4 : G 
PIN 5 : D PIN 6 : D PIN 7 : D PIN 8 : D 

印章代码I Marking 

见印章说明 See Marking Instructions. 
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BR4407 

P-Channel p。wer MOSFET

极限参踉I Abs。lute Maximum Ratings(Ta=25。q

参数
Parameter 

D「ain-Source Voltage 

Gate-Source Voltage 

Continuous Drain Current

Continuous Drain Current

Pulsed Drain Current8

Power Dissipation for Single OperationA

Power Dissipation for Single OperationA

Maximum Juncti。n Temperatu陪

Storage Temperature Range 

Thermal Resistance-Junction to Ambient

Thermal Resistance-Junction to Ambient

Maximum Juncti。『，－to-Leade

Note: 

符号

Symbol 

Voss 

VGss 

lo (T a=25°C) 

lo (T a=70°C) 

loM 

Po (Ta
=25℃）

Po (Ta
=100℃）

飞

Tstg 

AIIP。iWER
DATA SHEET 

数值 单位
Unit 
v 

Ratin 
-30

±20 

-12

-10

-60

3 

v 

A 

A 

A 

air ebvJr6nmentwifh T A=25。C. The SOA curve provides a single pulse rating. Rev 1 : Sept 2005 
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AIIP。iWER
BR4407 DATA SHEET 
P-Channel p。wer MOSFET

电性能参踉I Electrical Characteristics(Ta=25。'C)

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
Parameter Svmb。l Test Conditions Min Tvo Max Unit 

Drain-Source Breakd。wn v。ltage BVoss lo=-250µA VGs=OV -30 v 

Vos=-24V VGs=OV -1.0
iZero Gate Voltage Drain Current loss Vos=-24V VGs=OV -5.0

µA 
TJ=55°C 

Gate-Body leakage current IGss Vos=OV VGs=±20V 士100 nA 
Gate Threshold Voltage VGs(th) Vos=VGS lo=-250µA -1.0 -1.5 -3.0 v 

On state drain current lo(ON) VGs=-10V Vos=-5V 60 ／三了＇A

VGs=-10V lo=-10A - 18ι 1""14 

丛四 mn·, .. J 

、
VGS=-10V lo=-10A 

， -->13 \ 已？三Static Drain-Source On-Resistance Ros(ON) TJ=125°C � 
VGs=-20V lo＝斗OA (飞飞,\ 」仨食 飞句：气

VGs=-4.SV (IR"''-.10A飞飞 ＼γ 22
_.... 

� 、，
Forward Transconductance 9FS Vos飞哎 't��过A八飞 ＼＼ 4， 住r s 

二！三了啡、＼认＝OV吃革＼
、b , 

Diode Forward Voltage 比如’工 -0.72 -1.0 v 

Maximum Body-Diode Continuous 
fγ 气＼飞飞

、．／
Current -4.2 A 

rT otal Gate Charge ／’，飞＼队

苹岩
37.2 45 

Ga肘。urce Char号气＼飞／)o洽 Vos=-15V 7 nC 
Gate-Drain C嗡�le＼＼＼�＜＇ 09d 10.4 

Gate.食中怡、、 Rg 
VGs=OV Vos=OV 2.0 3.0 。f=1MHz 

lnpu怡p主i每G旦＼＼\.) Ciss 2076 2500 
Ou叫树；cit�＞

＂＂

Coss VGs=OV Vos=-15V 503 pF f=1MHz
Reve鸪fran如Ca阳itance Crss 302 
「「urn-on Delay Time td(ON) 12.4 
「「urn-on Rise Time VGs=-10V Vos=-15V 8.2 

RL=1.250 RGEN=30 ns 
「「urn-off Delay Time td(OFF) 25.6 
「「urn-off Fall Time 12 
Body Diode Reverse Recove叩 IF=-12A 33 40 ns rTime dl/dt=1 OOA/µs 
Body Diode Reverse Recovery Orr IF=-12A 23 nC Charoe dl/dt=1 OOA/us 
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P-Channel p。wer MOSFET

电参数由纬国 I Electrical Characteristic Curve 
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P-Channel p。wer MOSFET

Electrical Characteristic Curve ／ 电参数曲线圄

3000 

500 

2500 

nu

nu

nu

 

nu

nu

nu

 

《U

FD

nu

q4

41

4E

 

（
HL
内陆
）

＠UE
帽
H－um
且
而
υ

-VGs - -Q
9 

Vos=-15V v 
1
0

=-12A ／ 
]/ 

／ 
／ 

｜／ v
v 

i..,., 
』，

／ 

10 

8 

6 

4 

2 

（

m
t
o

〉｝
的
。

〉
E

1000 100 0.1 1 10 
Pulse Width (s) 

In descending order 
D=0.5, 0.3, 0.1, 0.05, 0.02, 0.01, single pulse 

15 10 5 

0.01 

。

。

0 
0.001 

40 

40 35 30 15 20 25 
-Q

9 
(nC) 

·lo - ·Vos 

10 

100.0 
T =150。C!.l（�xJ: - - - -
TA

=25°C 

Ros(ONJ 
limited 

5 
。

。

10.。
由
a. 
ε 
《

' 1.0 

ω． ·- ICI> en 1，‘主 'i: 
巳 ！雪← 町、J ,,., 
Q) Q,) 

.！：：！日t

哩志

6 巨 0.1 
z .i:. 
《←

N
"' 

1000 

All Power Semiconduct。「 co.,Ltd v1.0 

100 10 0.1 
Pulse Width (s) 

5 

0.01 

Single Pulse 

0.001 0.0001 
0.01 

0.00001 



AIIP。1WER
DATA SHEET BR4407 

P-Channel Power MOSFET

Package Di『nensi。ns夕阳尺寸圄

Unit:r1r1 S口P-8

DIMenslons In MllllMeters 

Min 
1,35 

0.35 

0.30 

o•

0.40 

A 

b 

SyMb。l
阳
市一
ω一
ω一
？－

m

�nsl。ns In MllllMeter、S

Min 
4.70 
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All Power Semiconductor co.,Ltd v1.0 6 



AIIP。iWER
DATA SHEETBR4407 

P-Channel p。wer MOSFET

回流焊温匿曲线固｛无锯） I Temperature Profile for IR Refl。w s。ldering(Pb-Free)

350 
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ρ 250 ←－ s在口－5sec
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说明：

1、 预热温度25～150°（，时间60-90sec;

2、 峰值温度245±5℃，时间持续为5±0.5sec;

3、 焊接制程冷却速度为2 由 10℃／sec.

酣焊接热试验条件I

温度：260±5℃

Units 包装数量
Unit叫Inner Box 

只l金
Inner BoxeslOu怡r Box 

金l箱
8,000 5 

使用说明I Notices 

All Power Semiconduct。「 co.,Ltd 7 

N。te:

Um刨Outer Box 
只l箱

旦旦旦

.......-.....

Time:10士1 sec 

Dimension 包装尺寸 (unit: mm3) 

阳el I Inner Box金 I OuterB似箱

13" x16 I 360X360吨。 I 385×257均但

v1.0 




